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초 록: 금도금이 오래전부터 장식용으로서 다양한 미술품에 이용되고 있는 것은 잘 알려져 있지만 공업용으로서도 도전성
과 내변색성이 뛰어나기 때문에 커넥터, 반도체 등 전자부품의 접점용 도금으로서 폭넓게 이용되고 있다. 스마트폰, 노트
북컴퓨터에 대표되는 최근의 전자기기는 고성능이면서 소형이 요구되며 전자부품도 소형화, 고밀도화가 진행되고 있다.

1. 서론 

환경물질 규제 요구에 따라 솔더의 무연화가 진행된 결과 솔더링 온도가 상승하여 부품은 열부하를 많이 받게 되었다. 환

경물질 규제 영향으로 부식을 막는 봉공처리에서 내식성 감소는 피할 수 없게 되었다. 본 연구에서는 새로운 금도금공정

을 개발하여 금을 자원절약하고 열부하에도 뛰어난 고내식성의 신기술을 소개하였다.

2. 본론  

접점부분은 Cu소재 위에 하지니켈 도금 후 금도금하는 공정이 많이 사용되고 있다. 금도금 두께를 0.1㎛로 누른 다음 내
식성 향상을 위하여 봉공처리의 유기계 피막을 도금 후처리에 이용한다. 무연 솔더의 융점은 높기 때문에 가열을 반복하
는 솔더 실장의 리플로우에 봉공처리 피막이 분해되므로 내식성이 저하된다. 종래공정에서 금도금 두께를 1.5㎛까지 두껍
게 하였으므로 자원이 낭비되고 비용이 증대하였다. 개발한 Ni도금기술은 하지에 황 성분을 함유하지 않는 니켈도금
(Sulfur-less Nickel plating)을 하고 주석-니켈도금, 팔라듐도금을 금도금의 하지로서 조합시켰다. 시험결과, 황 함유량이 
0.003% 이하이며 봉공처리하지 않고 리플로우 3회 후 40℃ 96시간 아황산가스 조건을 만족했다. 질산 분위기시험 결과도 
양호하였고 접촉저항도 목표치 40mΩ이하를 나타내었다. 새로운 공정에서는 도금층이 얇아도 내식성을 만족시키며 비용 
절감과 희소금속 자원도 절약하고 있다. 

 Table 1. Plating Process parameters

                                          Fig. 1. The system of improvement for Au by Sn-Ni plating 

3. 결론 

황을 함유하지 않는 니켈위의 주석-니켈도금은 리플로우 가열에 의해 안정한 Ni3Sn2 구조를 형성하여 표면에 형성된 강고
한 산화피막이 부식을 막는 것으로 사료된다. 황 성분을 함유한 현상의 니켈도금 위의 주석-니켈도금은 깨지기 쉬운 산화
피막(Ni3Sn4)을 형성하기 때문에 내식성이 없다. Pd도금은 0.01㎛로 매우 얇기 때문에 장벽으로서는 기능을 하지 않는다. 

가열할 때 열전도율이 높기 때문에 주석-니켈도금 표면의 결정구조 및 산화피막형성의 얼룩이 생기지 않는다. 전자부품의 
접전부분에 사용되는 금도금에서 금 자원절약화와 고내식성의 새로운 공정을 개발할 수 있었다. 양산기술로서도 확립하고 
있어 도금피막 내식성 기구를 밝혔다. 향후 새로운 기술로서 널리 보급할 것으로 기대된다. 
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